
ナノミスト堆積法（多電極型静電塗布法）による高分子 F8BT 薄膜の表

面モホロジー制御及び OLED の作製 
Control surface morphology of F8BT thin film and fabrication of OLED by Nanomist 

Deposition(NMD) technique. 
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はじめに：静電塗布(ESD)法[1,2]は、電界による溶液の静電霧化現象を利用した成膜技術であり、

簡便な装置構成で原料利用効率が高く、OLED や OSC の大面積化への応用などが期待される。し

かし、デバイス応用では表面モホロジーの制御性が課題である。本件研究では、引出電極を有す

る多電極型静電塗布法（ナノミスト堆積法：NMD）[3]を用いた高分子発光材料 F8BT の表面モホ

ロジー制御と無機有機ハイブリッド LEDの作製について報告する。 

実験：ZnO:Al/ITO/SiO2基板上に、成膜速度（ノズル‐基板間距離）を変えて液滴の乾燥状態を制

御して F8BT 膜を堆積し、表面状態を白色干渉顕微鏡で評価した。溶媒には o-DCB(90 vol%)と

DMF(10 vol%)を用い、F8BT濃度は 2.0 mg/mLとした。NMD法は膜厚を成膜時間で容易に制御で

きることから、ITO(155 nm)/SiO2 基板上に ZnO:Al/F8BT/MoO3/Au 構造の無機有機ハイブリッド

LEDを作製し、F8BT膜厚依存性(120~ 360nm)を評価した。F8BTの成膜レートは 17.5 nm/min と

した。 

結果：Fig. 1に表面粗さ RMS の成膜レート依存性と表面モホロジーを示す。低成膜速度（ノズル

‐基板間距離：大）では液滴の乾燥度合が強く、円板が積層したような RMS の大きな表面とな

った。成膜速度の増加（ノズル‐基板間距離の減少）に伴い RMS 値は低下し、適度な乾燥状態

で液滴が着弾すると考えられる 17.5nm/min において最小値 0.56nm が得られた(Fig. 1b)。さら

に成膜速度を増加した場合、表面がウェットになり RMS値が上昇した(Fig. 1c)。最も RMS値が

小さくなる 17.5nm/min の成膜速度を用いて、F8BT 膜厚を 120、240、360nm と変えた三種類

の LEDを作製した。溶解度の制限の為、スピンコート法で 300nm以上の F8BT膜を得ることは

難しいが、NMD 法では成膜時間制御で容易に厚膜を得ることができた。Fig. 2.に作製した LED

の電流効率‐電流密度特性を示す。電流効率は膜厚の増加に伴い向上し、膜厚 360nmの素子にお

いて 1.0cd/A（@514mA/cm2、42V）が得られた。 
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Fig. 1.Surface morphology(125um 

× 125um) and RMS of 
F8BT layers as a function 
of deposited rate. 

Fig. 2. Schematic and current efficiency- 
current density characteristics  
of OLED with different F8BT  
layer thickness. 
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